Dopasowanie odbiornika dazrodta ze wzgkdu na moc pozorm

Oznaczenia

E - napkcie zrodtowe,

| - prad w obwodzie,

Zo = |Zo|-€” impedancja zespolona odbiornika,

Zy = |Zw|-€"¥ impedancja zespoloraddta, oraz paramekr= |Zo| / |Zw.

Moc pozorndg w odbiorniku wynosi:
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|S w odbiorniku zalgy od dwoch parametréw ¢ i k. Najpierw zakladamyze ¢ = const i
obliczamy pochodn 6|§/ok = 0. Daje tok*— 1 =0, czylik= 1. Pochodna?’|S/ok* < 0, czyli
uzyskalsmy maksimum. Podstawigj k = 1 otrzymuje si:

| EF 1 Wyrazenie to przyjmuje wartg maksymala («) dla:

|SI= 2|1Z, | 1_|_ cos—¢ ) cosfy—p) =-1, czyliy—v ==.

Oznacza to,ze: dla zrédta o charakterze indukcyjno-czynnym najlepsz@adowanie daje
kondensator idealny, a diaddta o charakterze pojemimowo-czynnym cewka idealna. W
wypadku zrodta o charakterze samej reaktancji moc pozornagasprzy dopasowaniu
nieskaiczonae¢.

Dopasowanie ze wzgtu na moc czynn:
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Podobnie jak poprzednio dopasowanie ma miejsck dlh. Wtedy mod® wynosi :
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Warunek zerowaniagpierwszej pochodnéjP/op = 0 daje sirp = —Siny,

skad dla katéw 1% I ¢ lezacych w pierwszej lub czwart@wiartce otrzymujemyy =—¢ czyli
tacznie :Zo = Zw .
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